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GaN などの窒化物半導体は大きな非線形光学定数を有しており、波長変換デバイス応用に適した材

料である。積層方向に極性を反転させた横型擬似位相整合構造を採用することにより高効率な波長変換

が実現できる 1。エピタキシャル成長による極性反転は、低温バッファ層の−c 極性 AlN 表面に酸化膜が

形成されることにより、再成長時に AlNが+c極性で成長することが報告されている 2。本研究では AlNの

極性反転を利用し、AlN表面酸化膜を介した GaNエピタキシャル極性反転を試みた。 

有機金属気相成長法（MOVPE 法）を用いて Fig. 1 に示す構造の作製を試みた。まず、オフ角 0.8°の

c面サファイア基板表面を窒化させ、膜厚 1.4 µmの−c極性 GaN薄膜と膜厚 10 nmの AlN薄膜を成長

させた。試料を取り出し、500 ℃から 900 ℃の大気雰囲気で 60分アニールしたのち、MOVPE法により膜

厚 2.4 µmのGaN薄膜を再成長させた。なお、格子不整合緩和のためそれぞれGaN成長前に低温GaN

（LT-GaN）バッファ層を成長させた。 

再成長後の微分干渉（DIC）顕微鏡像を Fig. 2に示

す。アニール温度が低く AlN 表面の酸化が不十分で

あったとき、再成長後の試料表面はヒロックを有し荒

れていた（Fig. 2(a)）。一方、アニール温度が高く十分

に酸化されたとき、再成長後の試料表面はマクロステ

ップを有しているが平坦であった（Fig. 2(b)）。次に、

KOH 水溶液を用いた異方性エッチングにより極性を

判別した。−c 極性は化学的に不安定でエッチング耐

性を有していないため、エッチング前後で表面形状が

変化する。エッチング後の表面は酸化が不十分なとき

に微小な凹凸が多く見られた（Fig. 3(a)）。したがっ

て、酸化が不十分な試料は下層の極性を引き継いで

−c 極性 GaN が再成長し、十分に酸化された試料は

+c極性に反転することが分かった（Fig. 3(b)）。 

以上の結果から、AlN 表面を十分に酸化させること

で GaN の再成長においても極性反転構造を作製で

きることが示された。 
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Fig. 1 Schematic sample structure. 

Fig. 2 DIC optical images of GaN regrown after 
(a) 500℃ and (b) 900℃ annealing. 

20 µm 

(b) 

20 µm 

(a) 

Fig. 3 DIC optical images of KOH etched 

samples regrown after (a) 500℃ and (b) 900℃ 
annealing. 
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